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온도 Stress에 따른 High-k Gate Dielectric의 

특성 연구
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  현재 MOS 소자에 사용되고 있는 SiO2 산화막은 그 두께가 얇아짐에 따라 Gate Leakage cur-
rent와 여러 가지 신뢰성 문제가 두되고 있고, 이를 극복하고자 High-k물질을 사용하여 기존

에 발생했던 Gate Leakage current와 신뢰성 문제를 해결하고자 하고 있다. 본 실험에서는 

High-k(hafnium) Gate Material에 온도 변화를 주었을 때 여러 가지 전기적인 특성 변화를 보는 

방향으로 연구를 진행하였다. 기본적인 P-Type Si기판을 가지고, 그 위에 있는 자연적으로 형성

된 산화막을 제거한 후 Hafnium Gate Oxide를 Atomic Layer Deposition (ALD)를 이용하여 증착

하고, Aluminium을 전극으로 하는 MOS-Cap 구조를 제작한 후 FGA 공정을 진행하였다. 마지막

으로 300oC, 450oC로 30분정도씩 Annealing을 하여, 온도 조건이 다른 3가지 종류의 샘플을 준비

하였다. 3가지 샘플에 해서 각각 I-V (Gate Leakage Current), C-V (Mobile Charge), Interface 
State Density를 분석하였다. 그 결과 Annealing 온도가 올라가면 Leakage Current와 Dit(Interface 
State Density)는 감소하고, Mobile Charge가 증가하는 것을 확인할 수가 있었다. 본 연구는 향후 

High-k 물질에 한 공정 과정에서의 다양한 열처리에 따른 전기적 특성의 변화 한 정보를 

제시하여, 향후 공정 과정의 열처리에 한 방향을 잡는데 도움이 될 것이라 판단된다. 
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